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BCR8CM-12LA 
Triac 
Medium Power Use 

REJ03G0295-0300 
Rev.3.00 

Nov 30, 2007 

Features 
• IT (RMS) : 8 A 
• VDRM : 600 V 
• IFGTI, IRGTI, IRGT III : 30 mA (20 mA)Note6 

• Non-Insulated Type 
• Planar Passivation Type 
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3.  Gate Terminal
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RENESAS Package code: PRSS0004AA-A

(Package name: TO-220) 

 

 

Applications 
Contactless AC switch, light dimmer, electronic flasher unit, control of household equipment such as TV sets, stereo 
systems, refrigerator, washing machine, infrared kotatsu, carpet, electric fan, and solenoid driver, small motor control, 
copying machine, electric tool, electric heater control, and other general purpose control applications 

Maximum Ratings 
Voltage class 

Parameter Symbol 
12 

Unit 

Repetitive peak off-state voltageNote1 VDRM 600 V 
Non-repetitive peak off-state voltageNote1 VDSM 720 V 
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Parameter Symbol Ratings Unit Conditions 
RMS on-state current IT (RMS) 8 A Commercial frequency, sine full wave 

360° conduction, Tc = 105°CNote3 
Surge on-state current ITSM 80 A 60Hz sinewave 1 full cycle, peak value, 

non-repetitive 
I2t for fusing I2t 26 A2s Value corresponding to 1 cycle of half 

wave 60Hz,surge on-state current 
Peak gate power dissipation PGM 5 W  
Average gate power dissipation PG (AV) 0.5 W  
Peak gate voltage VGM 10 V  
Peak gate current IGM 2 A  
Junction temperature Tj – 40 to +125 °C  
Storage temperature Tstg – 40 to +125 °C  
Mass — 2.0 g Typical value 
Notes: 1. Gate open. 
 

Electrical Characteristics 
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Test conditions 

Repetitive peak off-state current IDRM — — 2.0 mA Tj = 125°C, VDRM applied 
On-state voltage VTM — — 1.5 V Tc = 25°C, ITM = 12 A, 

Instantaneous measurement 
Ι VFGTΙ — — 1.5 V 
ΙΙ  VRGTΙ — — 1.5 V 

Gate trigger voltageNote2 

ΙΙΙ  VRGTΙΙΙ  — — 1.5 V 

Tj = 25°C, VD = 6 V, RL = 6 Ω,
RG = 330 Ω 

Ι IFGTΙ — — 30Note6 mA 
ΙΙ  IRGTΙ — — 30Note6 mA 

Gate trigger currentNote2 

ΙΙΙ  IRGTΙΙΙ  — — 30Note6 mA 

Tj = 25°C, VD = 6 V, RL = 6 Ω,
RG = 330 Ω 

Gate non-trigger voltage VGD 0.2 — — V Tj = 125°C, VD = 1/2 VDRM 
Thermal resistance Rth (j-c) — — 2.0 °C/W Junction to caseNote3 Note4 
Critical-rate of rise of off-state 
commutating voltageNote5 

(dv/dt)c 10 — — V/µs Tj = 125°C 

Notes: 2. Measurement using the gate trigger characteristics measurement circuit. 
 3. Case temperature is measured at the T2 tab 1.5 mm away from the molded case. 
 4. The contact thermal resistance Rth (c-f) in case of greasing is 1.0°C/W. 
 5. Test conditions of the critical-rate of rise of off-state commutating voltage is shown in the table below. 
 6. High sensitivity (IGT ≤ 20 mA) is also available. (IGT item: 1) 
 

Test conditions Commutating voltage and current waveforms 
(inductive load) 

1. Junction temperature 
    Tj = 125°C 
2. Rate of decay of on-state commutating current 
    (di/dt)c = – 4.0 A/ms 
3. Peak off-state voltage 
    VD = 400 V 

Supply Voltage Time

Time

Time

Main Current

Main Voltage

(di/dt)c

VD(dv/dt)c  
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Performance Curves 
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Package Dimensions 

SC-46 2.0g

MASS[Typ.]

PRSS0004AA-A

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous Code
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Order Code 

Lead form Standard packing Quantity Standard order code Standard order 
code example 

Straight type Vinyl sack 100 Type name BCR8CM-12LA 
Lead form Plastic Magazine (Tube) 50 Type name – Lead forming code BCR8CM-12LA-A8 
Note : Please confirm the specification about the shipping in detail. 
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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